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Арсенид индия - перспективный материал электронной техники. Высокая подвижность электронов в арсениде индия прямозонная структура позволяют использовать его для изготовления высокоэффективных электронных и оптоэлектронных приборов, в частности быстродействующих транзисторов и интегральных схем, фотоприемных детекторов ИК - диапазона, инжекционных лазеров с длиной волны 3,5 мкм.

InAs кристаллизуется в кубической структуре с пространственной группой симметрии [image: image2.png]


. Параметр решетки составляет [image: image4.png]6.06 A




 Ионы индия расположены в позициях [image: image6.png]
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(0.5, 0.5, 0), а ионы арсения – [image: image14.png]
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(0.25, 0.75, 0.75).

Вычисления зонной структуры были проведены в программном пакете Abinit, используя метод функционала плотности. Моделирование кристаллической структуры выполненно в программном пакете Avogadro. Расчет выполнен в приближении локальной плотности (LDA) с разложением блоховских функций электронов по базису плоских волн с энергией обрезания равной 550 эВ. Для генерации k-точек был использован метод Монкхорста-Пака с сеткой размерностью 8х8x8. Была получена картина зонной структуры.

